ELEKTRONIK-1I DERSI LABORATUVAR DENEY FOYU

DENEY NO: 3
DENEY ADI: FET Yukseltec
AMAC: FET ile yukseltec devresi analizi

ON CALISMA: Sekil 3.1’deki devrenin calisma noktast Veso=-0.35V, Ing=1.1 mA, JFET pinch-off gerilimi
Vp=-0.5V, lpss=14 mA ise devrenin ac esdeger modelini ¢izip devrenin gerilim kazancim
bulunuz. Aynidevrenin ¢ikisina Sekil 3.2’ de gosterildigi gibi R =1 kQ’luk yiik direnci
eklendiginde kazanc ne olur?

Sekil 3.3’deki devrenin calisma noktasi Vesq=2.37 V, Ipg=12.6 mA ve Veson=3 V,
Ipon=90 MA, V=2 V olduguna gore devrenin ac esdeger modelini cizip gerilim kazancini
bulunuz. Devrenin cikisina R =1 kQ direnc eklendiginde kazanc ne olur?

DENEY BASAMAKLARI:

1. JFET YUKSELTES DEVRESI iLE SINYAL YUKSELTME :

a) $Sekil 3.1’deki0zegilimlemeli JFET yiikseltec devresini Vpp=15V (sabit), Re=1MQ, Rs=330Q, Rp=4.7 kQ,
Cs=47 nF, Cp=47 pF, Cs=47 nF olmak uzere kurunuz.
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Sekil 3.1.

b) Sinyal Generatoriine bagladiginiz kablonun kirmizi renkli olan canli + ucu ve siyah renkli olan notr
ucunu, osiloskobun canli ve notr probuna baglayiniz.

c) Daha sonra, GirissinyaliVj icinsinyal jeneratoriinden 1 kHz frekansinda 200 mV genlikli (Vmax=200 mV)
bir sinlis sinyal elde ediniz. Genligi ayarlamak icin, sinyal jeneratorii iizerinde bulunan AMPL
diigmesini saga ya da sola cevirmeniz gerekmektedir.

d) Enerji altinda calismayimz. Simdi devrenizi kurmaya baslayimz. Devrenizi kurarken, sinyal
jenaratoriinden gelen siyah renkli kabloyu ve osiloskobun probundaki notr ucunu kullanmaniza gerek
yoktur. Giris sinyali v ve ¢1kis sinyali v,’yu ayni anda osiloskop ile (CH1 ve CH2 ile) gozlemleyiniz ve elde
ettiginizgoriintiileri Grafik 3.1 alanina ¢iziniz.

e) Giris ve ¢ikis sinyallerinin genligini (Vmax) tespit ederek, |Av|= “’/—(1’ formull ile sistemin kazancim
bulunuz ve grafigin altina yazimz.

f) Devrenin enerjisini kesiniz. $ekil 3.1’deki devrenin ¢ikisina bir R.=1 kQ’luk yuk direnci ekleyerek
Sekil 3.2’deki devreyi elde ediniz. Devreyi kurduktan sonra tekrar enerji veriniz.
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Sekil 3.2.

g) Giris sinyali v; icin sinyal jeneratorunden 1 kHz frekansinda 200 mV genlikli bir sinus sinyali
kullanin.

h) Giris sinyali vi’yi ve cikis sinyali vo’yu ayn1 anda osiloskop ile gozlemleyiniz ve elde ettiginiz
goruntuleri Grafik 3.2 alanina c¢iziniz.

2. MOSFET YUKSELTEC DEVRESI iLE SINYAL YUKSELTME :

a) Sekil 3.3’deki devreyi Re=1 MQ, Rp=1 kQ, Vpp=15 V, Cs=47 nF, Cp=47 nF olacak sekilde

kurunuz.
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Sekil 3.3.

b) Girissinyaliviicinsinyal jeneratoriinden 1 kHz frekansinda 200 mV gibi kucuk genlikli bir sinus
sinyali kullanin.

c) Girissinyalivive cikis sinyaliv,’yu ayni anda osiloskop ile gozlemleyiniz ve elde ettiginiz goriintiileri
Grafik 3.3 olcekli alanina c¢iziniz.

d) Her bir sinyalin genligini tespit ederek |A| =§’ formiiliiyle sistemin kazancini bulunuz ve grafigin

altina yazimz.

e) Sekil 3.3’deki devrenin ¢ikisina, yukandaki adimda yaptigimz gibi (Sekil 3.2’ ye bakimz), R =1
kQ yiik direnci ekleyin ve b) ¢) d) ayritlarinda yaptigimz islemleri tekrarlayiniz. Elde ettiginiz
giris ve cikis sinyallerini Grafik 3.4 alamina ¢iziniz.
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Grafik3.1. Grafik 3.2.

Grafik 3.3. Grafik 3.4.
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